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条状板的温度为％，故目标温差为丁一死。利用焦平

面上条状图像某一行的输出信号得到孔和条的信号

差K=耽一K，根据公式NETD=(丁一％)／(W㈨，计
算出NETD。式中¨为噪声电压。

赫躲：：：
图1 《规范》中NETD测试装置和焦平面信号波形

Fig．1 The test deVice锄d ou印ut waVefom for NETD of IRFPA

根据普朗克公式，焦平面上得到的黑体辐射功率

不与温度成正比，响应电压差K也不可能与温差成正

比，这样在不同温度丁下测得的NETD会不同，即

NEl[’D是黑体温度的函数，所以应该指明在什么温度

条件下的测量结果。另外，所用的公式当中的噪声h

值得商榷。按照《规范》，h是背景辐照条件下的噪

声电压，而信噪比不应当用测试条件下的信号与背景

条件下的噪声之比≮笔者认为方法采用的黑体改用面

阵差分黑体，并配置靶标，靶标和黑体背景的温差不

能过大，此时噪声应当为背景温度等于死时对应图像

信号的平均噪声。

5缺陷像元

缺陷像元是指其响应度偏离像元平均响应度较

大的像元，包括不能产生电荷的死像元、响应度过小

的过冷像元、响应度过大的过热像元以及噪声过大的

像元。珉H)A由于工艺的复杂性，缺陷像元比CCD

多，因此缺陷像元的比率是I麟的常用指标。不同
厂家有不同的定义，《规范》中将像元响应率小于平

均响应率1／10的像元为死像元，噪声电压大于平均噪

声电压10倍的像元为过热像元。作者认为此定义需

要完善。

首先《规范》用像元响应率作为判别条件不利于

统计操作，因为计算像元响应率比较复杂，需要测量

辐照度；另外《规范》没有明确说明背景条件，即噪

声电压不确定，这样的测试结果没有可对比性。实验

证明，曝辐量不同，输出信号的噪声电压不同，计算

出的过热像元数也随着变。
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其次，《规范》也没有将响应率过高的像元列为

缺陷像元，因为有的像元虽然噪声电压不高，但是如

果其响应率比平均响应率高出许多(一倍以上)，当

平均曝辐量刚达到饱和值的一半时，它们已经达到饱

和，成为无效像元。如果按《规范》中给定的判据计

算珉R)A的缺陷像元率，结果会明显低于实际比率。

第三，按照《规范》定义，需要在背景辐照条件

和均匀辐照条件两种情况下统计坏像元，测试和计算

均较繁琐。作者建议将I麟在平场(均匀辐照)情
况下输出信号达到满阱一半作为曝辐量条件，规定偏

离平均值某一比例(例如20％)以外的像元作为缺陷

像元，在进行参数计算和图像处理时对其剔除或替

换。这样定义对于测试者和使用者都便于操作，更加

实用。

6结论

目前国内外许多技术人员仍然从各自的需要和

理解定义一些参数，存在参数的不统一。随着红外成

像器件的广泛应用，迫切需要统一的特性参数定义和

测试方法来评价器件。因为虽然应用领域不同，对参

数的要求和测试方法不同，但是许多相关参数的定义

方法还是可以统一的，因此有必要对现有规范进行探

讨，提出合理修改建议，使得作为国家标准的技术规

范更加严密，易于操作，能够发挥其应有作用。本文

提出了一些可行的改进方法，期望使国家标准更好地

适应红外成像器件的飞速发展，真正发挥国标的指导

作用。
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